(" Funcionamiento )

asimilable al de una
fuente de comiente controlada por
colriente
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TRANSISTOR
BIPOLAR
DE JUNTURA




Dos tipos

TRANSISTOR . de
BIPOLAR « © © portadores
DE JUNTURA

Dispositivos de 3
terminales con dos
uniones p-n
enfrentadas entre si
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- Flujo electrones
B Flujo huecos

El flujo mas importante esta
constituido por electrones
que van del emisor {emite)

al colector {recoge)




Modelo de Ebers - Moll




Zonas de operacion

Polarizacion union B-£ | Polarizacion union B-C | Modo de Operacion

Inversa Inversa Corte
Directa Inversa Activa Directa
Inversa Directa Activa Inversa
Directa Directa Saturacién

ACTIVA :

INVERSA SATURACION

0.0 * Vge
ACTIVA
Rk DIRECTA




Juntura BC polarizada inversamente

vm} 0 Funclonalmento nomal
' Zona activa

Juntura CB polarizada directamente

V< 0 Saturacion

Juntura BE polarizacion inversa

corte (ig=0)

Vg <0
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Junturas BE y BC en inversa Vor< O
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activadirecta
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d Ct va d Ire Cta Modelo de gran seiial en zona activa
Vp= V'Y V> 0 tomando el emisor como terminal comin
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satu raC|6n Junturas BE y BC en directa V> 0
V< 0
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. lacorrientede baseno  : ~" limitada porel
E puede controlar E circuito extermno
©  lacorrientede colector -
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Corte
No fluye comiente por ninguno de los temminales.

Activa Directa
El transistor actua como amplificador de intensidad
=PI
Por la union B-E fluye una comiente de difusion que alraviesa la region de base

alcanzando Ia union B-C, los portadores son acelerados por el campo eléctrico e
inyectados en el C

Activa Inversa
Proceso equivalente al de activa directa pero, debido a la diferencia de dopados,
muy poca comente de la inyecltada por el colector alcanza el emisor.
Saturacion
El circuito extemo no puede proveer la comente necesaria para que el transistor
funcione en activa, y fija la comente de colecltor. V. permanece constante
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Caracteristica de entrada en
emisor comun
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Caracteristica de salida en B C
emisor comin

i.Ima]
activao lineal

saturacion :
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Tensiones de Ruptura
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BLV 4
BVCEO ~ 70V/100V e Vee

Efecto similar al descrito para diodos, si se polariza inversamente una union p-n
de un transistor BJT, al aumentar la diferencia de potencial llega un momento en
que [a union empieza a conducir (efecto avalanchay)



Las caracteristicas i-v se cortan en un punto de corriente
nula llamado tension Early
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Modulacion
ancho de base



Dependencia de |la Temperatura

Datos fabricante
Iepanx (ic@Poan) Phaiix Pre (Buin: Bmax)

Tensiones de nuptura: BVWegg BVcpo BVpro



Limitaciones de potencia
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